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Résumé de thése? :

Complementary metal oxide semiconductor (CMOS) device scaling involves many technological
challenges in terms of junction formation, in particular for 3D sequential integration and Fully-
depleted Silicon on Insulator (FDSOI) architectures. In this thesis, the physical phenomena involved
during the junction formation at a low processing temperature (i.e. < 600°C) have been studied. Such a
process relies on Solid Phase Epitaxial Regrowth (SPER) of an amorphous region to activate the
dopants. A new model based on Kinetic Monte Carlo (KMC) method has been developed in order to
simulate SPER at the atomistic scale. This model has been used to understand the regrowth anisotropy
and provide an explanation for the formation of defects as well as to get insight into the influence of a
non-hydrostatic stress and the presence of electrically active dopants on the regrowth kinetics.
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La réduction des dimensions des dispositifs CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
implique de nombreux défis dans la formation de jonctions, en particulier pour des architectures
basées sur une intégration 3D séquentielle ou FDSOI (Fully-Depleted Silicon On Insulator). Dans cette
these, les phénomenes physiques impliqués dans la formation de jonctions avec un procédé dit « froid
» (c’est-a-dire dont la température n’excede pas 600°C) ont été étudiés. Ce type de procédé utilise la
recroissance par épitaxie en phase solide (SPER) d’une région amorphe afin d’activer les dopants. Un
nouveau modele, basé sur la méthode Monte-Carlo cinétique (KMC), a été développé dans le but de
simuler la SPER a I’échelle atomique. Ce modeéle a été utilisé pour comprendre |'anisotropie de la
recroissance et fournir une explication de la formation de défauts, puis pour acquérir une
compréhension de l'influence d’une contrainte non-hydrostatique et la présence de dopants actifs sur
la cinétique de recristallisation.
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